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１．概要（Summary） 

MEMS デバイスを形成した SOI ウェハのステルスダイ

シングを行った。もともと京都大学で実験を行っていたが、

装置の故障で京大ナノハブ拠点より、東大拠点を紹介い

ただき、昨年度に引き続き利用させて頂いた。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

・ステルスダイサーDFL7340（ステルス・Si 用） 
【実験方法】 

自社でデバイスを形成したSOIウェハをステルスダイサ

ーDFL7340（ステルス・Si 用）でダイシングした。 
チップサイズは 1.5 mm×1.5 mm。技術代行のため、ダ

イシング条件は東大ナノハブで用いられている Si 加工条

件をご教授いただいた。レーザー加工後エキスパンドし、

ウェハをチップサイズに分離した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 SOI ウェハを 2 mm×2 mm サイズにダイシングする

ことができた。Fig. 1 に構造体の観察画像を示す。 
 
 

 
Fig. 1 Surface image 
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